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Le projet MOMES a pour objectif de développer une recherche concertée sur la maitrise du spin dans des structures semi-
conductrices confinées. Cela sous-entend la mise en oeuvre de moyens d’injection et de détection de porteurs polarisés en spin, la
compréhension des mécanismes de relaxation de spin dans des objets aux dimensions réduites et le développement de
techniques de manipulation du spin. Il s’appuie sur le savoir-faire et les acquis de 7 partenaires dans les domaines i) de la
fabrication et caractérisation de matériaux (semi-conducteurs IlI-V et II-VI, boites quantiques et interfaces semi-
conducteurs/matériaux ferromagnétiques), ii) de la nanofabrication (lithographie optique, électronique et nanoindentation), iii) de
I'optique et iv) du transport électronique. L'ambition de ce projet est d’évaluer et de développer des objets dans les domaines de
l'information quantique  (réalisation de qubit) et de I'électronique de spin  (réalisation de composants basés non plus sur la
charge des porteurs mais sur le spin).

Propriétés de spin dans des nano-objet

Transport dépendant du spin

1) Métaux ferromagnétiques/isolant/Semi-conducteur
Vers un transistor latéral

1) Boite lll-V InAs

2) Boite II-VI CdTe 2) DMS: (type I1I-V: GaMnAs, Type II-VI:CdMnTe)

3) Injection électrique de spin dans une boite quantique 3) Structures hybrides: MnAs/IlI-V

Ex:boite quantique II-VI avec 1 ion Mn Ex:tunnel résonant
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Boites quantiques Cd(Mn)Te/ZnTe: Détection optique des fluctuations d'un spin individuel:
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Controler lI'information de spin

1) Utiliser l'interaction hyperfine entre les spins d’un électrons et du noyau dans une boite

Pour en savoir plus

quantique unique pour stoker I'information de spin

Ex:Interaction hyperfine: Publications issues du contrat

Bistabilité de I'effet overhauser
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the order of 50%. This is an encouraging result for future
quantum memory schemes and a nice demonstration of
the surprising physics of the coupled electron to nuclear
spin system.

Temperature (K)

Zeeman splitting measured for the X+ exciton of an individual QD for three
different excitation laser (solid squares), o-

linear (solid triangles) in an applied magnetic field of 2T as a function of
temperature.

‘The arrows show the Overhauser shift due to the effective nuclear field B, which
is zero for linear excitation.

average electron spin <S>

The contribution to the Zeeman splitting due to the nuclear field B,
(Overhauser shift 8,) is measured as a function of temperature. The,
bistability observed at low temperature disappears at 45K.
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